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【目的】近年、電荷トラップ型の不揮発性メモリデバイスが注目されている。現在、電荷捕獲絶縁膜

には SiNx 膜（比誘電率 ε～7）が用いられているが、我々は誘電率の低い SiCN 膜（ε=4.8-4.9）の使用

を提案してきた［1-4］。本研究では、SiCN 素子において高速消去が実現できたメカニズムを理解する

ために、捕獲正孔密度と注入正孔密度の関係について調べた。 

【実験方法】p 型（100）シリコン基板表面に熱酸化により形成された膜厚 2.4 nm のトンネル酸化膜

（SiO2）の上に膜厚 31.5 nm の SiCN 膜、又は膜厚 30.4 nm の SiNX膜を堆積し、続いて膜厚 17.3 nm の

ブロッキング酸化膜を堆積した。真空蒸着法を用いてアルミニウム電極を形成しメモリキャパシタを

形成した。メモリ素子の電荷捕獲絶縁膜中の捕獲電荷を放出させるため素子を 240℃で保存した後、

C-V 測定によってフラットバンド電圧 VFBを求めた。その後、変位電流を抑制するために-0.1 V のステ

ップでゲート電圧 VGを 0 から-22 V まで変化させた。その後、再度 C-V 測定を行い、得られた VFBか

らフラットバンド電圧の変化量VFBを求めた。以上に述べた手順で、VG= -22 V まで電圧を印加した後、

C-V 測定を行う操作を繰り返した。この実験により捕獲正孔密度と電荷捕獲絶縁膜に注入される正孔

の密度の関係を求めた。 

【実験結果と考察】実験から求めた捕獲正孔密度と

注入正孔密度の関係を Fig. 1 に示した。注入した正

孔の密度に対して、SiNX素子に比べ SiCN 素子の方

が捕獲された正孔の密度が高いという結果が得ら

れた。充分に多くの正孔を注入しており、SiCN 素

子の正孔トラップ密度が高い可能性が示唆される。

SiCN 素子の高い正孔トラップ密度が、高速消去に

寄与したと考えられる。 
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